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пояснюється тим, що саме ця речовина найбільш часто використовується в
кріоконсервуванні, оскільки він володіє найбільшими захисними властивос-
тями, проникаючою і зв'язуючою здібностями та має малу токсичну дію. Не-
обхідними критеріями проведення експериментів була постійність наванта-
ження, температури та геометрії замороженого зразка. Досліджуваний інтер-
вал температур носить практичний характер, тому що саме на ньому розчин
має надв’язкі властивості, а вихід за межі інтервалу приводить к осклянню
зразка.

Отримані за допомогою даного методу данні дозволяють вперше визна-
чити в'язко-пластичні характеристики водних розчинів ДМСО залежно від
температури і концентрації.

Отримані результати дозволяють оптимізувати режими охолоджування
біооб'єктів в процесі їх кріоконсервування.
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СТРУКТУРА ПЛЕНОК SiC, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
ПРЯМОГО ИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ

Одной из важнейших задач современного материаловедения карбида
кремния является понижение температуры его синтеза на подложках, что не-
обходимо для развития полупроводниковой электроники на основе SiC. В
связи с этим, большое внимание уделяется исследованиям процессов низко-
температурного получения пленок SiC путем осаждения частиц с повышен-
ной (относительно тепловой) энергией.

В настоящей работе исследовали особенности формирования и свойства
пленок SiC в условиях прямого осаждения ионов углерода и кремния с энер-
гией 100 эВ. Исследования выполняли на ионно-плазменной установке с мо-
дифицированным вакуумно-дуговым источником ионов с прямолинейным
фильтром для сепарации плазменного потока от нейтральной компоненты.
Структуру пленок изучали методами рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии и рентгеновской дифракции.

Установлено, что температура подложки обеспечивает формирование
пленок SiC с различными фазовым составом и структурным состоянием. При
температуре ниже 1000 0С наблюдается рост кубической модификации кар-
бида кремния – 3С-SiC. При температуре выше 1000 0С растет преимущест-
венно ромбоэдрические модификации карбида кремния – 51R-SiC и 27R-SiC.
При температуре выше 1300 0С наблюдается рост гексагональной модифика-
ции карбида кремния – 6Н-SiC.

Впервые показано, что при данных условиях (Тподл=1220°С, энергия ио-
нов 100 эВ, Росажд=3×10-6 мм.рт.ст) в пленке формируется политип, структура
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которого соответствует структуре подложки – 6Н-SiC. Показана возможность
низкотемпературного эпитаксиального роста нанокристаллической пленки
SiC на подложке 6Н-SiC
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Одним з перспективних напрямків удосконалення напівпровідникових
приладів є комп’ютерне моделювання електронних процесів, котрі обумов-
люють їхнє функціонування, в залежності від особливостей конструктивно-
технологічного рішення (КТР) приладів і діючих зовнішніх факторів. Це без-
посередньо стосується, наприклад, монокристалічних кремнієвих фотоелект-
ричних перетворювачів (Si-ФЕП), ефективність роботи яких суттєво зале-
жить від якості базових кристалів (БК) після виготовлення, зберігання і в
процесі експлуатації Si-ФЕП. Тому комп’ютерне моделювання впливу влас-
них точкових дефектів, різноманітних домішок і їхніх комплексів на ефекти-
вний час життя τn,p неосновних носіїв заряду у БК Si-ФЕП є необхідним і ва-
жливим кроком для визначення ключових чинників рівня якості таких при-
ладів на усіх етапах їхнього існування та шляхів подальшого вдосконалення
КТР з метою підвищення ККД Si-ФЕП. Викладені аргументи зумовили акту-
альність досліджень, узагальнені результати яких стисло наведено нижче.

Створено електронну модель пластин p-типу провідності, вирізаних з
вирощених методом Чохральського монокристалічних зливків кремнію мар-
ки КДБ-10, яка передбачає можливість існування у їхньому об’ємі вакансій
V, дівакансій V2, тривакансій V3; домішкових вузельних атомів бору В, фос-
фору Р, арсену As; домішкових міжвузельних атомів бору Ві, вуглецю Сі,
хрому Crі, титану Тіі, цинку Znі, золота Auі, молібдену Моі, заліза Feі, кисню
Оі та найбільш поширених комплексів деяких з цих дефектів: V-Р, V-2As, Ti-
Ti, Zn-Zn, V2-Oі, Cr-B, Fe-B, Fe-Al, Вi-Оi, Ci-Oi.

При використанні створеної електронної моделі розраховано залежності
τn від концентрації N дефектів вакансійного типу: V, V2, V3; шкідливих домі-


